Egzamin konkursowy Studium Talent przeprowadzony zostanie

11 lutego 2023 we Wroctawiu w auli budynku D-20
(budynek Politechniki Wroctawskiej przy pl. Grunwaldzkim)

poczatek egzaminu o godz.11, zakoriczenie o godz. 13.

2023-01-21

Uroczyste zakoriczenie tej edycji Studium Talent odbedzie sie

16 marca o godz. 16 w Auli PWr

( budnek A-1 Wybrzeze Wyspianskiego 27)

Podczas gali zostang wreczone dyplomy dla najlepszych uczestnikow
konkursu. Pozostatym uczestnikom, ktdrzy otrzymali ocene pozytywng z
egzaminu dyplomy zostang wreczone po zakoriczeniu gali .
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Figure 1.6 Spectral distributions of solar energy.
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Bandgap (eV)

Quantum dots solar cells

Silicon quantum dots Target structure

1. Diameter < 10 nm
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Figure 1.8 A cerain magic: ‘sunflowers’ in Korea (IEA-PVPS).

Figure 1.12 This PV module powers a solar home system in Bolvia (EPIA/EP Solar).

Figure 1.12 This PV module powars a solar home system in Bolivia (EPIA/BP Solar).
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MOSFET
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